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１．概要（Summary）

スマートフォンなどのタッチパネルに用いられる透明

導電膜の代替材料として注目されるナノワイヤ(NW)
の作成方法として成膜・加熱の 2工程で NW を作製で

きる応力誘導法[1]が提案されている．そこで，本研究

では応力誘導法による Al NW の作製を目的とした．

応力誘導法による Al NW を生成させるため，電子ビー

ム蒸着装置を用いて Si 基板に対して Al 薄膜を成膜し，

その試験片を電気炉で加熱した．FE-SEM を用いて試

験片を観察した結果，成膜の際の基板固定のためのテー

プによるエッジ端部において NW が確認された．

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

FE-SEM
両面マスクアライナ

プラズマリアクター

EB 蒸着装置(ANELVA)
【実験方法】

応力誘導法によって Al NW を生成させるため，EB 蒸

着装置を用いて Si 基板に対して 0.04 nm/s で 80 nm の

Al 薄膜を成膜し，その試験片を電気炉で 240℃で 3 時間

加熱した．その後，FE-SEM を用いて試験片を観察し

た．

３．結果と考察（Results and Discussion）

NW 生成試験片表面の SEM 観察画像を示した Fig. 1
において，黒い部分が Al 薄膜が未成膜の Si 基板部分，

灰色部分が Al 薄膜部分となっている．この Al 薄膜部分

において白く細長い線状に見えるものが Al NW であり，

Si 基板とのエッジ端部に集中的に生成した．

Fig.1 SEM images of the surface of the sample on 
which nanowire was fabricated.
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